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１．概要（Summary）： 
スピン 3 重項カイラル p 波超伝導体であると考え

られている Sr2RuO4(SRO)にはカイラルエッジ流、半

整数磁束量子渦などその特性を反映した様々な事象

が提唱されている。我々は SQUID 磁束計を用いてこ

れらの観測を試みている。 
SRO の特異な磁気的性質を解明するためには、よ

り高精度な実験を要する。そこで局所的な微小磁場を

測定するため、線幅 100nm、ループサイズ 1 ミクロ

ン四方の Al トンネル接合型微小 SQUID を開発し、

その性能評価を行った。また、開発した SQUID に積

載するための SRO 小片を FIB によって切り出し、プ

ローブ運搬操作テストを行った。 
 
２．実験（Experimental）： 
【利用した主な装置】 
レーザー露光装置、電子ビーム描画装置、12 連電子

銃型蒸着装置、FIB-SEM ダブルビーム装置 
【実験方法】 

 図 1. dc-SQUIDの SEM写真 
Si 基板上にレーザー露光装置、12 連電子銃型蒸着

装置を用いて Ti/Au 電極を作製し、電子ビーム描画装

置を用いて SQUID 部分のパターンを描画した。その

後、Al/AlOx/Al トンネル接合型 SQUID を作製した(図
1)。作製した SQUID の動作確認を行うため、希釈冷

凍機を用いて 17mK で電流電圧特性、および SQUID
応答の磁場依存性を測定した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 

図 2に 17mKにおけるSQUIDを流れるジョセフソ

ン臨界電流の磁場依存性を示す。SQUID ループ面積

と磁束量子の値から見積もられる磁場周期応答を示

しており、正常に動作していると確認できた。また、 

 

 
図 2. ジョセフソン臨界電流の    図 3. プローブによる 

磁場依存性             SRO小片運搬 

以前は作製した配線幅のより太い SQUID では配線上

の欠陥等に磁束がトラップされることに伴う、磁場応

答の位相のとびが観測されたが，本サンプルにおいて

は図 2 の通りそのような信号は観測されなかった。配

線幅を 100nm まで細くしたことにより配線への磁束

トラップを回避することにも成功したと言える。 
 
４．その他・特記事項（Others）： 

FIB-SEM ダブルビーム装置を用いて、この SQUID
に積載するための、SRO 小片の加工およびプローブ操

作テストを行った(図 3)。今後、1 ミクロン四方サイズ

の SRO 小片を SQUID に積載し、磁性測定実験を行

う予定である。 
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６．関連特許（Patent）： 
なし 
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